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	چکیده:
 رشد سریع صنعت نیمه هادی، گسترش تکنیک های مشخصه یابی این مواد در شرایط گوناگون را موجب شده است. جریان القایی در اثر پرتو الکترونی (EBIC) یکی از روش های مورد توجه برای یافتن برخی پارامترهای کلیدی نیمه هادی ها است. این روش با استفاده از SEM انجام می‌شود و یکی از مودهای این دستگاه است. 
در این پایان نامه ابتدا روش جدیدی برای استفاده از تکنیک EBIC بدون نیاز به SEM و بر اساس اندازه گیری تغییرات جریان در اثر تغییر سطح پرتو الکترونی ارائه خواهد شد و چگونگی تخمین طول نفوذ نیمه هادی با این متد ارزیابی می‌گردد. روش جدیدی برای بدست آوردن پروفایل ناخالصی ارائه می‌شود. سپس به بررسی سیستم الکترون اپتیکی لازم برای پیاده سازی آن می‌پردازیم. با مرور انواع ادوات الکترون اپتیک، مناسب ترین گزینه ها انتخاب و خواص مختلف آنها با شبیه سازی برآورد می‌شود. در شبیه سازی این ادوات، پتانسیل الکتریکی در نقاط مختلف با استفاده از روش اجزاء محدود به دست می‌آید. برای یافتن مسیر و قطر پرتو الکترونی دو روش دنبال کردن المان به المان پرتو و حل معادله مسیر حرکت با روش تفاضل محدود  استفاده می‌گردند. 
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	Abstract: 
The rapid growth of semiconductor industry, has lead to development of characterization techniques for these materials. Electron Beam Induced Current (EBIC) is one of the remarkable methods to investigate crucial parameters of semiconductors. This method is performed using SEM and it is one of the options of the SEM system. 

In this thesis, first, a new method to perform EBIC characterization, without using SEM, on the basis of the measurement of the current variations originated from electron beam cross section change is proposed and a routine for estimating minority carrier diffusion length is introduced. Furthermore, A novel routine for obtaining impurity density profile is proposed.  Next, the necessary electron optical systems required for implementing the mentioned methods is investigated. After a comprehensive review of electron optical devices, the most appropriate elements have been chosen and their properties are evaluated. Using simulation results, the electric potential in various points of these devices is simulated using finite element method. In order to find the trajectory and the diameter of electron beam, two methods of element by element ray tracing and solving the trajectory equation by finite difference method, have been applied.



